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Siemens Transistor BC147B Datasheet

BC 107, 108, 109, BC 147, 148, 149, BC 167, 168, 169

NPN-Transistoren
fiir NF-Vor- und Treiberstufen sowie universelle Anwendung

Obige Transistoren sind epitaktische NPM-Silizium Planar-Transistoren zur Verwen-
dung in MF-Vor- und Treiberstufen (BC 109, BC 149, BC 169 flr rauscharme Vor-
stufen).

BC 107, BC 108, BC 109 im Gehause 18 A 3 DIN 41876 (TO-18)

als Komplementartransistor zu BC 177, BC 178, BC 179

Der Kollektor ist elektrisch mit dem Gehause verbunden,

BC 147, BC 148, BC 149 in Kunststoffumhillung (SOT-25)

als Komplementartransistor zu BC 157, BC 158, BC 159

BC 167, BC 168, BC 169 in Kunststoffumhdllung (TO-92)

als Komplementartransistor zu BC 267, BC 2568, BC 259

Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
BC 107 A Q60203-X107-A BC 149 B Q60203-X149-B
BC 107 B Qe0203-X107-B BC 148 C Q60203-X149-C
BC 108 A QE0203-X108-4 BC 167 A Q62702-C74
BC 108 B QE0203-X108-B BC 167 B Q62702-C76
BC 108 C Q&0203-108-C BC 168 A 062702-C76
BC 109 B Q60203-X109-B BC 168 B Q62702-C77
BC109 C Q60203-X109-C BC 168 C Q62702-CTB
BC 147 A QE0203-X147-A BC168 B QO62702-C79
BC 147 B QB0203-X147-B BC 168 C Q62702-CB0O
BC14B A QB0203-X148-A
BC 148 B QB0203-X148-B
BC 148 C Q60203-X148-C
BC 107, 108, 109 BohrungsgréBen
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Gewicht erwa 0,26 g

MaGe in mm

Gewicht etwa 0,33 g Make in mm
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Siemens Transistor BC147B Datasheet

BC 107,108, 109, BC 147, 148, 149, BC 167, 168, 169

BC 147|BC 14B|BC 148
Granzdetan BC 107/ BC108(BC109|5¢ 167/ pC 168|BC 169
Kollektor-Emitter-Spannung  Ugps | B0 30 30 50 30 30 v
Kollaktor-Emitter-Spannung  Uege | 45 20 20 45 20 20 v
Emitter-Basis-Spannung Uepn | B 5 5 fi B B W
Kollektorstrom I 100 [ 100 | 50 100 | 100 | &80 ma
Kollektor- Spitzenstrom Tem 200 | 200 | - 200 | 200 | - m
Basisstrom Ig 60 60 5 50 50 5 mé,
Sperrschichttemperatur T 176 [ 176 | 176 | 160 [ 1650 | 150 | °C
Lagertemparatur Te — 55 bis + 175 — 55 bis + 150 “C
Gesamtverlustleistung Piot 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | mW
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft  Aynau = 500 = 420 grd [\W
Kollektorsperrschicht —
Transistorgehause Armaa a 200 | - grd /W

Statische Kenndaten (7y = 25°C). Die Transistoren werden nach der statischen
Stromverstarkung £ gruppiert und mit A, B, C gekennzeichnet, Bei Upgp = 5Y und
untenstehenden Kollektorstromen gelten die nachfolgenden statischen Werte:

B-Gruppe | A | B | c
BC 107, 147, 167 BC 107, 147, 167 -
Typ BC 108, 148, 168 BC 108, 148, 168 BC 108, 148, 168
- BC 109, 149, 169 BC 109, 149 189,
I, B B B
mA Te Ty ) A Io/1,
0,01 80 150 270
2 170 (120 bis 220) | 290 (180 bis 460) | 500 (380 bis 800)
100%) 1209) 2001) 4007
Typ BC 107, 147, 167 BC 107, BC 147, BC 167
BC 108, 148, 168 BC 108, BC 148, BC 168
) BC 109, 148, 169 BC 109, BC 149, BC 169
Ig Uge Ie Ig Ucgaat') Usgamt')
mA Vv mA mA Mitisse] ¥
0.1 0.55 10 05 |07(<02) |073(<083)
2 0.62 (0,55 bis0,7)
1007) 0.831) 100%) 5 0.2 (< 0.,6)?) |0,87 (<1.05))

*} Der Transistor ist so weit Obersteusrt, daB die statizche Stromverstirkung auf einen Wart von B=20
abgasunken ist

" Melwerte gelten nicht flr BC 109, BC 149, BC 169
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BC107,108,109, BC 147,148, 149, BC 167, 168, 169
Statische Kenndaten BC 107 BC 108 BC 109
(Ty = 25°C) BC 147 BC 148 BC 149

BC 167 BC 168 BC 169
Kollektor- Emitter- Reststrom
(Ueee = BOV) Tees 02(=16)| = - nf,
Kollektor- Emitter- Reststrom
(Uepe = 30V) Teps - 02(=18) |0,2{=16)| nA
Kollektor-Emitter- Raststrom
(UﬂES = 50V; Tu =125 DC} 'I'-CEﬂ 0.2 t":4l = - |.|.A
Kollektor- Emitter- Reststrom
(Uees =30V: Ty, =126°C) Ipeg - 02(=4) (02(=4) | pA
Emitter-Basis- Durchbruch- *
spannung (Igpe = 1pA) Uiapigne| = B = b =6 v
Kollektor-Emitter- Durchbruch-
spannung (Iceg = 2 mA)  Uigpicen| > 45 = 20 = 20 v
Dynamische Kenndaten (7, = 25°C) BC 107 BC 108 BC 109
Transitfrequenz (Ic = 0.5 mA,;

Uee =3V) f; 86 86 a5 MHZ

Transitfrequenz (I =10mA;
Ueeg=6V;f =100 MHz) f+ 250( =150} 2560( =150)| 300(=150)| MHz
Kollektor- Basis- Kapazitat
(Uepe=10V:F=1MHz) Cecao 3.5(<6) 3.5(<6) 35 (=86) pF
Emitter-Basis- Kapazitat
(Uegg=05V:Ff=1MHz) Cepn B ] a pF
Rauschmal (I. = 0,2 mA;
(Uee=6V:ARs = 2k0Q;
Af = 30 Hz bis 16 kHz) F - - < 4 dB
Rauschmal (I. = 0.2 mA;
Ucg =B V: Ry =2k0Q,
f=1kHz; Af = 200 Hz) F 2(=10) | 2(=10) | = 4 dB

BC 147 BC 148 BC 149

BC 167 BC 1868 BC 169
Transitfrequenz (I; = 0.5 mA;

Uee=3V) 15 85 85 85 MHz

Transitfrequenz (I- = 10 m#A;
Ueg =8V, F=100 MHz) F; 250(=150) |250( =150} |300( =150} | MHz
Kollektor- Basis- Kapazitat
{cho = 1'0 "u'",.f = 1 MHI} Cc_!ﬂ = 4,5 = 4,5 L 4,5‘ DF
Emitter- Basis- Kapazitat
{UEHﬂ =056V f=1 MHZJ l'::._a. 8 8 ] pF
Rauschmal (I = 0.2 mA;
U,;-E = EV:RG =2 k)
Af = 30 Hz bis 156 kHz) F - - = 4 dB
Rauschmal (I = 0.2 mA:
Ueeg =BV Rg =2 k0,
f =1 kHz; Af = 200 Hz) F 2(=10) | 2(<10) | =4 dB
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BC 107, 108, 109, BC 147, 148, 149, BC 167, 168, 169

Dynamische Kenndaten (T, =25°C)

Te = 2mA:Ugp =6V f = 1kHz

B-Gruppe iy B C
Typ | BC107,147,167 BC107,147.167 -
| BC108,148,168 BC108,148,168 | BC 108,148,168
I - BC109,149,169 | BC 109,149,169
Pira 2.7 (1.6 bis 4.5) 4.5 (3.2 bis 8.5) 8.7 (6 bis 156) (]
Pize 1.5 2 3 10#
Fizig 222 (126 bis 260) | 330 (240 bis 500) | 600 (450 bis 300) | -
Paze 18 (= 30) 30 (< 60) B0 (= 110) us
Temperaturabhangigkeit der Temperaturabhangigkeit der
zulassigen Gesamtverlustleisiung zuldssigen Gesamtverlustisistung
Py = F(T); Ay, = Parameter Pooy= f{Ty) BC147,BC148,BC149
w BC 107, BC 108, BC 109 W BC 167, BC 168, BC 169
04 T =
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Pt 1 11
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BC 107, 108, 109, BC 147, 148, 149, BC 167, 168, 169

Zulassige Impulsbelastbarkeit Zulassige Impulsbelastbarkeit
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Transistor BC147B

BC 107, 108, 109, BC 147, 148, 149, BC 167, 168, 169

Stromverstarkung 8 = ()

Ueg = 5 Y; Ty = Parametar

{Emitterschaltung)
BC 107 A, BC 108 A
BC147 A, BC 148 A
BC 167 A. BC 168 A
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Stromverstarkung & = F([:)

Ueg = B V: Ty = Paramater
(Emitterschaliung)

BC107 B, BC108 B, BC 109 B
BC147 8B, BC148B. BC 149 B
BC167 B, BC 1688, BC 1698
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Stromvarstirkung § = £ (F.)

Ueg = BV, Ty = Paramater

{Emitterschaltung)
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BC16BC.BC169 C
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BC 107, 108, 109, BC 147, 148, 149, BC 167, 168, 169

Ausgangskennlinien
Ie = F(Uggd; g = Paramatar
(Ernitterschaliung)
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Siemens

i i

Transistor BC147B

Datasheet

BC 107, 108, 109, BC 147, 148, 149, BC 167, 168, 169

Ausgangskennlinien Je = f (Ugg)
Ugg = Parameter (Eminerschaltung
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BC 107, 108, 109, BC 147, 148, 149, BC 167, 168, 169

Ausgangskennlinien Jo =F (Lcg)
Iy = Paramatar (Emitterschaltung)
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BC 107, 108, 109, BC 147, 148, 149, BC 167, 168, 169

Temperaturabhangigkeit

des Reststromes Itlﬂ L f{ru:l

fir maximal zulassige Spemrspannung
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BC 107,108,109, BC 147,148,149, BC 167,168, 169

Stromabhangigkeit der h- Parameter
hg ()
He ® 5T = 2 mAy = fUle): Uee =BV
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o BC149, BC167, BC 168, BC 169
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Spannungsabhingigkeit der h-Parameter
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Spannungsabhangigkeit der h-Parameter
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BC 107, 108, 109, BC 147, 148, 149, BC 167, 168, 169
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